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【はじめに】 

V(バナジウム)を添加したZnO(VZO)薄膜は、結晶構造への非反

転対称性導入による圧電特性の向上[1]から、光音響イメージング[2]

などへの応用が期待されている[3]。また、遷移金属の導入により

低抵抗の透明導電膜としての利用も期待できる[4]。しかしながら、

V添加により c軸配向性が劣化し、基板界面での散乱による移動

度の低下のために、薄膜化に伴い高抵抗化することが分かった[5]。

そこで、ZnOホモバッファ層を導入し、VZO薄膜の諸特性を評価

した。また光音響センサの作製に向けて、VZO電極層の上に成膜

したZnO圧電層の特性を評価した。 

【実験方法】 

RF マグネトロンスパッタ法で、石英基板上に成膜温度 TSUB 

=450℃でZnOのバッファ層を成膜した。その上にTSUB = 225℃で

VZOを20 nm成膜し、VZO膜の c軸配向性と抵抗率を評価した。

さらにその上に圧電層として成膜したZnOのc軸配向性を評価した。

なお、VZOのVの含有量は 0.9~1.1 at.%である。 

【結果】 

VZOの抵抗率と移動度の ZnOバッファ膜厚依存性を図 1に示し

た。バッファ層の厚膜化により抵抗率が減少し 20 nmで一定になっ

た。この結果からバッファ層の導入により、界面散乱によるキャリ

アの移動度低下を軽減できたと考える。 

ZnO圧電層の c軸配向性を図 2に示した。バッファ層がない場合

のZnO圧電層では、c軸以外の面方位が見られるが、バッファ層の

導入により大幅に c軸配向性が向上した。これはバッファ層の導入

により c軸配向したVZOが得られたためである。 
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図 1 VZOの抵抗率と移動度の 

   ZnOバッファ膜厚依存性 

図 2 VZO電極上のZnO圧電膜の配向性 
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